v to 



© bundesrepublik ® Of f enlegungsschrif t 

I DEUTSCHLAND @ Q£ J QQ 34 QQQ £ 1 



® Aktenzeichen: 100 34 006.7 

@ Anmeldetag: 7. 7.2000 

® Offenlegungstag: 24. 1.2002 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



® 



i 



® Int. CI. 7 : 

H01 L 23/50 

H 01 L 23/04 «- 
H 01 L 21/56 ^ 

(D 
O 
O 

CO 

o 
o 



® Anmelden 

Infineon Technologies AG, 81669 Munchen, DE 

(§) Vertreten 

Epping, Hermann & Fischer, 80339 Munchen 



@ Erfinder: ' 

Kahlisch, Knut, Dipl.-lng., 01 109 Dresden, DE; 
Mieth, Henning, Dipl.-lng., 09387 Jahnsdorf, DE 

® Entgegenhaltungen: 

US 58 66 949 

EP 4 72 766 A1 

JP 10-214924 A. In: Patent Abstracts of Japan; 
JP 1-217952 A. In: Patent Abstracts of Japan; 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Tragermatrix mit Bondkanal fur integrierte Halbleiter und Verfahren zu ihrer Herstellung 

(57) Tragerrnatrizen fur Halbleiter werden haufig im Bereich 
der Bondleads, dem sog. Bondkanal, eingekapselt. Die 
Einkapselung erfolgt mit dispensfahigem Material, wel- 
ches auf die Tragermatrix flieSen kann und dort Kontami- 
nationen verursacht. Zur Verhinderung dieses Flusses ist 
die Erfindung gerichtet auf eine Tragermatrix (1) fur inte- 
grierte Halbleiter mit einem Rahmen (2), Leiterbahnstruk- 
turen (3, 4) und zumindest einem Bondkanal (6), in dem 
Bondleads (5) zur Verbindung der Loitorbahnstrukturon 
(3, 4) mit dem integrierten Halbleiter angeordnet sind und 
ist dadurch gekennzeichnet, dass am Rand des Bondka- 
nals (6) eine Barriere (7, 8) zur Verhinderung des Fliefcens 
von flussfahigem Material aus dom Bondkanal (6) auf den 
Rahmen (2) und/oder der Leiterbahnstrukturen (3, 4) an- 
geordnet ist. Die Erfindung ist ebenfalls auf Verfahren zur 
• Herstellung solcher Tragerrnatrizen gerichtet. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betrifft eine TVagermatrix mit Bond- 
kanal fUr integrierte Halbleiter mit einer Barriere am Bond- 
kanal und ein Verfahren zur Hersteliung einer solchen TVa- 5 
germatrix. 

[0002] Moderne Miniaturgehause fUr integrierte Halblei- 
ter wie uBGA, FBGA etc. bestehen neben der eigentlichen 
Ummantelung und dem Siliziumchip aus einer Tragerma- 
trix. Diese Tragermatrix dient der Stabilisierung und der 10 
clcktxischcn Vcrbindung der Kontaktflachcn des Halblcitcr- 
chips mit den AuBenkontakten des Gehauses. Zu diesem 
Zweck weist die Tragermatrix einen Rahmen, beispiels- 
weise eine geeignet ausgeformte Polyimidfolie von bei- 
spielsweise 50 um Dicke auf so wie eine Leiterbahnstruktur, 15 
welche die Kontakttlachen miteinander verbindet. Zumeist 
wird der Halbleiterchip mit einer Seite der Tragermatrix ver- 
bunden, wahrend auf der anderen Seite der Tragermatrix 
Kontakte zur AuBenanbindung des Gehauses auf einer Pla- 
tine o. a\ angeordnet and: Die Leiterbahnstruktur wird zu- 20 
meist auf der Seite des Rahmens angeordnet, auf der auch 
der Halbleiterchip zu liegen kommt, wahrend die AuBen- 
kontakte auf der anderen Seite liegen. Die Verbindung zwi- 
schen den Leiterbahnstmkturen und den AuBenkontakten 
wird durch Ldchcr im Rahmen crrcicht. 25 
[0003] Die eigentliche Verbindung zwischen Leiterbahn- 
strukturen und dem Halbleiterchip erfolgt iiber sogenannte 
Bondleads, das heiBt zungenformige Bereiche an der Leiter- 
bahnstruktur, die zum Halbleiterchip hin gebogen sind oder 
gebogen werden konnen, um mit den Kontakttlachen des 30 
Halbleiterchips in Kontakt zu treten, oder vermittels von 
Golddrahten. Die Bondleads werden dann an den Halbleiter 
gebondet, beispielsweise durch SchweiBen, MikroschweiB- 
verfahren oder Loten. 

[0004] Bei einer tiblichen Vorgehensweise werden die 35 
Bondleads in einem sogenannten Bondkanal konzentriert. 
Dieser Bondkanal ist eine Offhung im Rahmen, welche von 
der Halbleiterchip-abgewandten Seite einen Zugang zu den 
Bondleads bzw. die Vcrdrahtung crmdglicht. Bci der Mon- 
tage der Tragermatrix an den Halbleiterchip werden von der 40 
Halbleiterchip-abgewandten Seite der Tragermatrix mittels 
Bondstempeln die Bondleads zum Halbleiterchip hin ge- 
driickt und dort gebondet oder es werden Golddrahte von 
der Leiterbahnstruktur zum Halbleiter gebondet. 
[0005] Die Bondleads sind uber einen sogenannten Anker 45 
mit dem Rest der Leiterbahnstrukturen verbunden. Auf der 
dem Anker gegenuberliegenden Seite befindet sich haurig 
ein Gegenanker, der tiber eine Sollbruchstelle mit dem ei- 
gentlichen Bondbereich des Bondleads verbunden ist. Beim 
Anpressen des Bondbereichs an die Kontaktstelle des Halb- 50 
leiterchips reiBt die Sollbruchstelle. 

[0006] Zur Stabilisierung der Verbindung zwischen Tra- 
germatrix und Halbleiterchip werden die Bondkanalc mit ei- 
nem geeigneten Material ausgefiillt. 

[0007] Dieses FUllmateriai ist groBtenteils ein niedervis- '55 
koses, dispensfahiges Material. Damit besteht die Gefahr, 
dass Flachen der 'lYagermatrix von diesem Material konta- 
miniert werden, die fur nachfolgende ProzeBschritte bei der 
Hersteliung des Chips unbedingt sauber hleiben miissen. 
[0008] Bisher wurden in einem Zeit- und kostenintensiven 60 
Verfahren, u. a. in einem mehrstufigen Dispensverfahren, 
dem sog. Dam & Fill, mehrere Materialien verschiedener 
ViskosiUH dergestalt aufgebracht, dass mittels eines Rah- 
mens das Austreten des niederviskpsen Materials verhindert 
wurde. Eine zuverlassige, von Verunreinigungen geschUtzte, 65 
dem Bondkanal benachbarte Flache konnte so jedoch nicht 
in alien Fallen erreicht werden. Insbesondere bei dicht an- 
grenzenden, aktiven Zonen ist ein dispenster Rahmen nicht 



realisierbar. ^ 
[0009] Es ist daher die Aufgabe der voriiegenden Erfir£ ,;> 
dung, MaBnahmen bereitzustellen, welche ein Kriechen von 
flussfahigem Material aus dem Bondkanal zuverlassig ver- 
hindern konnen. 

[0010] Diese Aufgabe wird gelost durch die Bereitstellung 
einer TVagermatrix filr integrierte Halbleiterchip gemaB dem 
unabhangigen Patentanspruch 1 sowie Verfahren zur Her- 
steliung einer solchen Tragermatrix gemaB den unabhangi- 
gen Patentanspriichen 9 und 12. 

[0011] Die Erfindung ist zunachst gcrichtct auf cine Tra- 
germatrix fur integrierte Halbleiter mit einem Rahmen, Lei- 
terbahnstrukturen und zumindest einem Bondkanal, in dem 
Bondleads oder Drahte zur Verbindung der Leiterbahnstruk- 
turen mit dem integrierten Halbleiter angeordnet sind, da- 
durch gekennzeichnet, dass am Rand des Bondkanals eine 
Barriere zur Verhinderung des Fliessens von flussfahigem 
Material aus dem Bondkanal auf den Rahmen und/oder die 
Leiterbahnstrukturen angeordnet ist 

[0012] Der erfinderische Grundgedanke liegt sornk darin, 
statt aufwendige Reinigungs- oder AbdichtungsmaBnahmen 
durchzufuhren, durch eine am Rand des Bondkanals ange- 
ordnete Barriere das Kriechen des fur verwendeten Materi- 
als in den zu schutzenden Bereich zu verhindern. 
[0013] Die Barriere stcllt cine Trcnnlinic fur das flussfa- 
hige Material zwischen den Leiterbahnen und dem Rahmen 
einerseits und dem Bondkanal andererseits dar. Die Barriere 
ist gunstigerweise so orientiert, dass sie quer zur moglichen 
Flussrichtung des Silikonmaterials um den gesamten Bond- 
kanal herumfuhrt. Zumindest wird es bevorzugt, dass die 
Seiten des Bondkanals, die neben besonders sensiblen Be- 
reichen der Tragermatrix liegen, mit einer erfindung sgema- 
Ben Barriere versehen werden. 

[0014] Vorzugsweise ist die zumindest eine Barriere an al- 
ien Seiten des Bondkanals angeordnet und umgibt diesen 
vollstandig. 

[0015] Je nach geplanter Funktion kann die Barriere un- 
terschiedlich angeordnet sein. So kann die zumindest eine 
Barriere auf dem Rahmen und/oder auf den Bondleads und/ 
oder auf den Leiterbahnstrukturen angeordnet sein. Die ge- 
naue ^Configuration der Barriere ist vom gewunschten Ver- 
wendungszweck und den an der Stelle der Barriere gegebe- 
nen Verhaltnissen abhangig. Sie kann naher am Rand des 
Bondkanals angeordnet sein und beispielsweise uber Anker- 
bereiche der Bondleads hinweggefuhrt sein; oder weiter da- 
von entfernt und dann iiber Leiterbahnen und den eigentli- 
chen Rahmen hinweggefuhrt sein. In Bereichen, welche 
vollstandig von Leiterbahnstrukturen bedeckt sind, wird die 
Barriere ggfs. nur uber diese gefOhrt werden, wahrend eine 
Barriere in einem Bereich der Tragermatrix ohne Leiterbah- 
nen nur iiber den Rahmen hinweggefuhrt werden konnte. 
[0016] Die zumindest eine Barriere kann auch auf der den 
Bondleads abgewandten Obcrflachc des Rahmens angeord- 
net sein. Dies ermoglicht einen Schutz der Halbleiterchip- 
abgewandten Seite der Tragermatrix, beispielsweise um 
eine Kontamination der externen Kontakulachen zu vennei- 
den. Es ist auch moglich, Barrieren auf beiden Seiten der 
Tragermatrix anzuordnen, die ii herein ander oder auch seit- 
lich gegen ein ander versetzt sein konnen, um beispielsweise 
bei diinnen Tragermatrizen eine hinreichende Tiefe der Bar- 
riere, wenn diese als Rille ausgebildet ist, zu ermdglichen. 
[0017] Das flussfahige Material kann beispielweise Sili- 
kon zur Ausbildung von Strukturen auf der Tragermatrix 
sein. 

[0018] Zur Ausgestaltung der Barriere stehen verschie- 
dene Moglichkeiten zur Verfugung, So kann die Barriere 
eine Rille oder einen Wall aufweisen. Bei Verwendung einer 
Rille macht man sich den Kantcneflekt fur Fluss und Adha- 
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sion von flussfahigem Material zu Nutze, bei dem ein fluss- 
fahiges Material nicht in der Lage ist, urn eine abwarts ge- 
richtete Kante herum zu flieBen. Auf diese Weise kann eine 
Rille eine wirksame Barriere fur Fliissigkeiten darstellen. 
Auch die Verwendung eines Walls, das heiBt vorspringen- 
den Barriereelements, kann einen begrenzenden Effekt ha- 
ben, der abhangig ist von den Adhasionseigenschaften des 
flussfahigen Materials auf dem jeweiligen Untergrund. 
[0019] SchlieBlich kann die Barriere einen Bereich mit ei- 
nem Trennrnittel aufweisen, welches das flussfahige Mate- 
rial abwcist. Hici; wird also das Adhasionsvcrmogcn dcs 
flussfahigen Materials auf dem Untergrund durch die Ver- 
wendung einer Beschichtung so verandert, dass es nicht in 
der Lage ist, uber den beschichteten Bereich hinweg auf den 
zu schutzenden Bereich zu kriechen. 

10020J Es ist moglich, verschiedene Arten der oben ange- 
sprochenen Barrieren miteinander zu kombinieren oder 
mehrere gleichartige Barrieren hintereinander auf dem 
Bondlead anzuordnen, Solche MaBnahmen konnen, wenn 
auch bei erhbhtem Aufwand, die RUckhaltewirkung der er- 
findungsgemSBen Barriere weiter verbessern. 
[0021] Weiterhin ist die Erfindung auf ein Verfahren zur 
Herstellung einer Tragermatrix fur integrierte Halbleiter mit 
einem Rahmen, Leiterbahnstrukturen und zumindest einem 
Bondkanal gcrichtct, in dem Bondlcads zur Vcrbindung der 
Leiterbahnstrukturen mit dem integrierten Halbleiter ange- 
ordnet sind, dass folgenden Schritt aufweist: 

- Einarbeiteri zumindest einer Rille am Rand des 
Bondkanals zur Verhinderung des ElieBens von flussfa- 
higem Material aus dem Bondkanal auf den Rahmen 
und/oder die Leiterbahnstrukturen. 

[0022] Hierbei kann das erfindungsgemaBe Verfahren vor- 
zugsweise photochemisch erfolgen und die folgenden 
Schritte aufweisen: 

- Aufbringen einer Lackmaske; und 

- Atzcn von Qucrrillcn in den Anker dcs Bondlcads. 

[0023] Das Aufbringen der Lackmaske erfolgt z. B. in 
dem Fachmann gelaufiger Weise durch Beschichten mit ei- 
nem Photolack, Aufbelichten des gewiinschten Musters und 
Entwickeln der Lackschicht. 

[0024] Alternativ kann das Verfahren folgenden Schritt 
aufweisen: 

- Pragen von Querrillen in den Anker des Bondleads. 
Um den BarriereefFekt zu verstarken, kann es bevor- 
zugt sein, mehrere parallel verlaufende Barrieren hin- 
tereinander zu schalten. 

[0025] Die Atzticfc bzw. Pragcticfc solltc so bemcssen 
sein, dass einerseits ein OberfiieBen verhindert wird, ande- 
rerseits kein zusatzlicher Flachenbedarf notwendig wird. 
[0026] SchlieBlich ist die Erfindung gerichtet auf ein Ver- 
fahren zur Herstellung einer Tragermatrix rur integrierte 
Halbleiter mit einem Rahmen, Leiterbahnstrukturen und zu- 
mindest einem Bondkanal, in dem Bondleads zur Verbin- 
dung der Leiterbahnstrukturen mit dem integrierten Halblei- 
ter angeordnet sind, mit folgendem Schritt: 

- Aufbringen zumindest eines Walls am Rand des 
Bondkanals zur Verhinderung des FlieBens von flussfa- 
higem Material aus dem Bondkanal auf den Rahmen 
und/odcr die Leiterbahnstrukturen. 

[0027] Das Aufbringen des Materials kann in liblichen 
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Verfahren zur Herstellung von Halbleiter, wie beispiels- 
weise Beschichtungsverfahren mit Plasmaabscheidung er- 
reicht werden. 

[0028] Die Herstellung der Barrieren kann bei der inte- 
grierten Herstellung der Leiterbahnstrukturen und Bondle- 
ads und vor ihrer Verbindung mit dem Rahmen der Trager- 
matrix erfolgen. Alternauv ist es auch moglich, die Barrie- 
ren nach der Verbindung von Rahmen und Leiterbahnstruk- 
tur/Bondleadschicht anzubringen. 

[0029] Im folgenden wird unter Bezugnahme auf Fig. I 
und 2 cin Ausfuhrungsbcispicl der vorlicgcndcn Erfindung 
erlautert. 

[0030] Fig. 1 zeigt in Aufsicht einen Bereich einer Trager- 
matrix 1 als beispielhafte Aufuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung. Auf einem Rahmen 2 sind Leiterbahnstrukturen 
ausgebildet, die aus Leiterbahnen 3 und externen Kontakt- 
flachen 4 zur Kontaktierung des Gehauses mit Schaltungen, 
beispielsweise auf Platinen, bestehen. Die Bondleads 5 sind 
in einem Bondkanal 6 konzentriert. Sie bestehen aus einem 
Anker, einem Gegenanker und dem zentralen, eigentlichen 
Bondbereich zur Verbindung eines Bondleads mit dem 
Halbleiterchip. 

[0031] Die erfindungsgemaBen Barrieren 7, 8 sind langs 
des Bondkanals an seinem Rand angeordnet. Wie aus Fig* 2 
crsichtlich, vcrlaufcn sic Cibcr die gesamtc Langsscitc dcs 
dargestellten Bondkanals 6 und somit uber die Leiterbahn- 
strukturen und den eigentlichen Rahmen 2. 
[0032] Fig. 2 ist ein Querschnitt durch die Tragermatrix 
der Fig. 1 langs der Schnittlinie II- II. Die Barrieren 7 und 8, 
welche am Rand des Bondkanals 6 entlanglaufen, sind hier 
als Rillen gezeigt. Es versteht sich jedoch, dass sie ebenfalls 
eine andere Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung 
sein konnen. 



Bezugszeichenliste 



1 Tragermatrix 

2 Rahmen 

3 Leiterbahnen 
40 4 Kontaktflachen 

5 Bondleads 

6 Bondkanal 
7, 8 Barrieren 
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Patentanspruche 



1 . Tragermatrix (1) fur integrierte Halbleiter mit einem 
Rahmen (2), Leiterbahnstrukturen (3, 4) und zumindest 
einem Bondkanal (6), in dem Bondleads (5) oder 
Drahte zur Verbindung der Leiterbahnstrukturen (3, 4) 
mit dem integrierten Halbleiter angeordnet sind, da- 
durch gekennzcichnet, dass am Rand des Bondkanals 
(6) cine Barriere (7, 8) zur Verhinderung dcs Flicsscns 
von flussfahigem Material aus dem Bondkanal (6) auf 
den Rahmen (2) und/oder die Leiterbahnstrukturen (3, 
4) angeordnet ist. 

2. IVagennatrix nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die zumindest eine Barriere (7, 8) an al- 
ien Seiten des Bondkanals (6) angeordnet ist und die- 
sen vollstandig umgibt. 

3. Tragermatrix nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die zumindest eine Barriere (7, 8) 
auf dem Rahmen (2) und/oder auf den Bondleads (5) 
und/oder auf den Leiterbahnstrukturen (3, 4) angeord- 
net ist 

4. Tragermatrix nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzcichnet, dass die zumindest eine Bar- 
riere (7, 8) auf der den Bondleads (5) abgewandlen 
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Oberflache des Rahmens (2) angeordnet ist. 

5. Tragermatrix nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, class das flussfahige Material Si- 
hkon zur Ausbildung von Strukturen auf der Traeerma- 
trix(l)ist. 5 

6. Tragermalrix nach einem der Anspriiche 1 bis 5 da- 
durch gekennzeichnet, dass die Barriere (7, 8) eine 
Rille aufweist. 

7. Tragermalrix nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Barriere (7, 8) einen 10 
Wall aufweist. 

8. Tragermatrix nach einem der Anspriiche 1 bis 7 da- 
durch gekennzeichnet, dass die Barriere (7, 8) einen 
Bereich mit einem Trennmittel aufweist, welches das 
flussfahige Material abweist. 15 

9. Verfahren zur Herstellung einer Tragermatrix (1) fur 
mtegrierte Halbieiter mit einem Rahmen (2), Leiter- 
bahnstrukturen (3, 4) und zumindest einem Bondkanal 
(6), in dem Bondleads (5) zur Verbindung der Leiter- 
bahnstrukturen (3, 4) mit dem integrierten Halbieiter 20 
angeordnet sind, mit folgendem Schritt: 

- Einarbeiten zumindest einer Rille (7, 8) am 
Rand des Bondkanals (6) zur Verhinderung des 
Fliessens von flussfahigem Material aus dem 
Bondkanal (6) auf den Rahmen (2) und/odcr die 25 
Leiterbahnstrukturen (3, 4). 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, dass es folgende Schritte aufweist: 

- Aufbringen einer Lackmaske; und 

- Atzen von Riilen (7, 8) am Rand des Bondka- 30 
nals (6). 

1 1 . Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, dass es folgenden Schritt aufweist: 

- Pragen von Riilen (7, 8) am Rand des Bondka- 
nals (6). 35 

12. Verfahren zur Herstellung einer Tragermatrix (1) 
fur integrierte Halbieiter mit einem Rahmen (2), Lei- 
terbahnstrukturen (3, 4) und zumindest einem Bondka- 
nal (6), in dem Bondleads (5) zur Verbindung der Lei- 
terbahnstrukturen (3, 4) mit dem integrierten Halbieiter 40 
angeordnet sind, mit folgendem Schritt: 

- Aufbringen zumindest eines Walls am Rand des 
Bondkanals (6) zur Verhinderung des FlieBens 
von flussfahigem Material aus dem Bondkanal (6) 
auf den Rahmen (2) und/oder die Leiterbahnstruk- 45 
turen (3, 4). 
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